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Parmi les différents oxydes de métaux du bloc d présentant une transition d’un état métallique 

vers un état isolant, le dioxyde de vanadium est sans doute le plus étudié pour ses applications 

possibles en microélectronique et en optique. La transition du VO2 peut être induite 

thermiquement par chauffage au-delà de 68°C, par application de contraintes mécaniques, grâce 

à un champ électrique ou encore par stimulation optique [1]. Cette transition est utilisée pour 

divers applications allant du domaine de la commutation de signaux électriques et optiques [2] 

jusqu’à l’intégration dans des composants neuromorphiques [3]. La fabrication de composants 

fiables et reproductibles exploitant les propriétés du VO2 nécessite toutefois un contrôle précis 

des paramètres influençant sa transition à savoir l’état de contrainte/déformation du matériau, 

sa stœchiométrie ainsi que sa microstructure [4]. Nous proposons ici une étude comparative des 

performances de commutateurs dans le domaine des radiofréquences et microondes intégrant 

des films minces de VO2 déposés sur saphir C avec leurs homologues intégrant des nanofils 

monocristallins de VO2. Ces nano-objets sont obtenus par une méthode de type VLS sur des 

substrats de silicium oxydés en surface. Les propriétés électriques de ces nanofils (fig. 1-a) de 

structure cristalline quasi parfaite, seront comparées à celles des films de dioxyde de vanadium 

épitaxiées sur saphir c. De même, les performances de commutation seront comparées sur un 

large spectre de fréquences allant jusqu’aux micro-ondes (24GHz) et nécessitant la fabrication 

de guides d’onde idoines (fig. 1-b). 

  
Figure 1 : a) Image en microscopie électronique à balayage d’un « fagot » de nanofils de VO2 b) Evolution de la 

résistance électrique DC d’un nanofil de VO2 en fonction de la température b) Image en microscopie optique 

d’un guide d’onde coplanaire pour la mesure des propriétés de commutation de signaux RF et micro-ondes d’un 

nanofil de VO2 isolé. 
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